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MEMORIA DESCRIPTIVA

La presente Patente de Invencibén se refiere a un
generador para producir impulsos para la mecanizacién de
metales por electroerosidn, cuyo generador posee un cir-
cuito eléctrico principal para generar y transferir im-
pulses a un par de electrodos.

En la mecanizacidn de metales por electroerosidn
se ha comprobado que la utilizacibn de impulsos de dife-
rentes tipos actGa de modo favorable en cuanto a la desea-
da extraccidn de metal en el electrodo‘que constituye la
pieza a trabajar y asimismo en cuanto al desgaste, poco
deseable, de los electrodos que actfian de herramienta. Con
este motivo son conocidos generadores de impulsos en los
cuales los impulsos que llegan al intersticio en que se

produce la chispa, est&n compuestos de varias formas

.b8sicas o principales. Dicha composicién o reunién de

formas tiene lugar por el hecho de que varios circuitos
el&ctricos en paralelo se pueden conectar mediante conmu-
tadores al intersticio en que debe saltar la chilspa. En
cada uno de los circuitos el&ctricos mencionados se genera
un impulso basico; cerrando los conmutadores mencionados
en la sucesidn adecuada de tiempo, se consiguen los im-
pulsos de forma compuesta en el intersticid de la chispa.
En estos generadores se presenta el inconveniente de que
la sincronizacién y el accionamiento de los conmutadores y
por lo tanto la sincronizacidn en el tiempo de las formas
b&sicas individuales entre si, no tiene lugar del modo

éptimo deseado. Otro inconveniente consiste en que por
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consideraciones econdmicas solamente se prevé un determi-
nado nfimero de circuitos el&ctricos en paralelo y por lo
tanto la eleccidn de las diferentes formas de impulsos que
se suministran al intersticio de la chispa es muy limitada.
Esta limitacién de las formas de impulsos que se pueden ele-
glr no corresponde al campo cada vez més amplio que la
mecanizaclén por electroerosidn va ocupando aflo tras afio.

En otras palabras, esto significa que los generadores
conocldos no pueden satisfacer las exlgenclas de conseguir
una més amplia posibilidad de eleccién en cuanto a la

forma de los impulsos. Se han dado a conocer generadores

de ese tipo en la patente CH-PS 382.323 (AGIE, Grauert), en el
libro "Generatori impulsov" de Liwschiz, Rogazev y Otto,
Verlag Energija, Moscli 1970, capitulo 9-2 y en la revista
rusa:w"Elektrophysikalische und elektrochemische Tecnologie",
ne 8, Moscfi, 1976, "Eleccidn de parfimetros para los impulsos
dé electroerosidn", obra de Henna y Otto. En la Patente
DT-0S 25.47.767 (BE 17.315) se describe un generador que
permite la generacién de impulsos de cualgquier forma. Esto
se consigue de manera que se genera un par de las llamadas
curvas envolventes ("Hlillkurvenpaar"), las cuales consti;
tuyen una forma o abombamiento inferior y superior para

los impulsos de trabajo deseados. Ademis, se prevé una
fuente de tensidn en el circuito principal que debe pro-
ducir una tensibn suficientemente elevada de manera que

las chispas de trabaﬁo puedan injiciarse en el intersticio

de trabajo. En el caso en que no se prevé dicha tensidn,

se dispone una fuente de tensién adicional en paralelo.,
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Esta tensidn adicional.se superpone a la procedente de la
fuente de tensifn principal. Adem&s este generador funciona
de manera que utiliza la disposicidn de conmutadores dada
a conocer en la Patente CH-PS 382.323. El generador dado a

conocer en la Patente DT-0S 25.47.767 es muy complicado y

. presenta dificultades en la realizacibn prictica del mismo

en cuanto a la configuraciSn especial de los elementos .
constructivos individuales.

La presente Patente tiene como finalidad el
superar los lnconvenientes de los generadores de tipo
conocido, garantizando la eleccibén deseada en cuanto a
forma del impulso de trabajo. Ademis la presente Patente
tiene como finalidad eliminar las p&rdidas que tienen
lugar en los generadores conocidos por la existencia de
resistencias limitadoras de la corriente. Para ello la
presente invencifn prescinde de la fuente de tensifn o
corriente que se utiliza en los generadores conocidos para
el arranque o encendido de los impulsos de trabajo en el
intersticio de la chispa. La presente invencién tiene
ademds la finalidad, no obstante sus posibilidades de
seleccidn ilimitadas en cuanto a la forma de los impulsos,
de dar a conocer un generador con circuitos mis sencillos
y m3s ficllmente revisables, para lo cual presenta entre
otras caracteristicas un conmutador de potencia en para-
lelo al intervalo de chispa con un dispositivo de almace-
namiento de energia, no utilizando el commutador conectado
en serle de tipo habitual en los generadores conocidos.

La presente invencién, para conseguir las fina-
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lidades previstas se caracteriza por lo sigulente:

-~ una fuente de tensidn y/o corriente en un
clircuito principal de valor:&hmico reducido y de pocas
pérdidas, cuya tensibn tiene un valor tal que es més
elevado que la tensidn necesaria de encendido de la chispa
en un valor solamente suficiente para superar de manera
segura las p&rdidas de tensibn que se presentan en el
llamado circuito principal;

- un generador de sefiales que produce una sefial
que corresponde a la forma deseada de la corriente el&ctri~
ca;

- un comparador que controla un conmutador
dispuesto en el circuito eléctrico principal para reqular
el flujo de corriente eléctrica en dicho circuito princi-
pal, de modo dependiente de los impulsos producidos por el
generador de sefial y de la corriente elé&ctrica que circula
por el circuito principallque es detectada por un disposi-
tivo medidor;

- un dispositivo magnético de almacenamiento de
energla, dispuesto en el circuito eléctrico principal, con
un conmutador para generar una tensidn, cuyo valor es més
elevado que la tensién de la fuente de corriente y/o
tensldn, para lo cual el circuito eléctrico'principal
queda dispuesto de forma que presente solamente una capaci-
dad dispersa.

A continuacidn se explicar&n ejemplos de realiza-
cidn de la invencidn en base a los dibujos adjuntos, los

cuales muestran:
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La figura 1, un ejemplo de realizacién de prin-
cipio.

La figura 2, una forma simple de impulso;

La figura 3, un ejemplo de realizacibn para
flancos escalonados del impulso.

En la figura 1 se muestra un generador de impul-
sos de realizacifn simple. El circuito el&ctrico principal
comprende la fuente generadora de tensidn -1l- que esté
constituida a base de un transistor -Tl-j;-medidor -2-,
que estd constituido en forma de resistencia o transforma-
dor, dispositivo magnético de almacenamiento -3-, que
puede estar constituido por una bobina de auto-induccién o
una reactancia, conductores -4- libres de induccién que
estln conectados al intersticio de chispa ~5-, que gqueda
limitado por el electrodo herramienta -6~ y el electrodo
en funciones de pileza -7~. Ademds, queda dlspuesto en pa-
ralelo al intersticlio de chispa ~5- un transistor de
potencia -T2-, el cual es controlado mediante el disposi-
tivo de control =-l1=-, Ademds se encuentra en el circuito
principal de corriente el diodo -Dl-% Los transistores
mencionados =Tl~y -T2~ se muestran en disposicidn indivi-
dual en el dibujo. Normalmente se trata de un llamado
paquete de transistores, es decir, transistores conectados
v controlables en paralelo. El circuito formador de impul-
sos, el cual controla al paquete de transistores -Tl-, com-
prende el generador -8-, el comparador -9%- y el filtro -10-,
El generador ~8- puede quedar constituido por un generador

de funciones, un potencifmetro graduable o una tensién
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determinada de referencla. El generador de funciones puede
producir cualquier tipo de onda para el impulso. Se produ-
cen también impulsos en forma de onda que estén compuestos
de curvas individuales o de partes de curvas. En el ejem~
plo que se indica la forma de la onda debe ser de &ngulo
recto. Para ello es suficiente el utilizar un potencibme-
tro -8~ que suministre la forma de impulso deseada ("SOLL")
en &ngulo recto, como amplitud en la entrada del compara-
dor =9~., En la segunda entrada del comparador existe la
tensidn media procedente del filtro -10-, El filtro ~-10-
es sensible a la cafda de tensifn del medidor -2-, la cual
se genera o produce por el flujo de corriente en el circui-
to principal. En el caso que se presenta, el paquete de
transistéres:;~Tl- debe encontrarse cerrado de manera que
no se presente corriente el&ctrica alguna en elcircuito
principal. El comparador -9- comprueba que bisicamente
existe un potencial deseado ("SOLL") del potencibmetro -8-,
si bien no exlste potencial alguno real ("IST") procedente
del filtro ~10~. El comparador -9- proporciona mediante

el conductor de salida -91- a la base del paquete de
transistores ®Tl- la sefial de control gque conecta al
conjunto del paguete de transistores. Por la influencia o
actuacidn de la fuente de tensidn ~1~ puede circular una
corriente en el circuito principal cuando el paquete de
transistores-T2- es llevado a estado conductor por el
interruptor de control -ll-. A causa de ello tiene lugar
un aumento de la corriente que pasa por la fuente de

tensién -1-, transistores -Tl-, =-T2-, medidor -2- y
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dispositivo de almacenamiento de energfa -3-. Dichb au-
mento se puede apreciar en la figura 2 en forma de los
flancos de subida =-52- de los impulsos -51-, En dicha
figura se muestra la forma més simple de impulso, es
decir, de &ngulo recto. Cuando el valor deseado ("SOLLY)
53~ gfaduado mediante el potenciémetro -8~ del impulso
-51-, queda superado por el valor real ("IST") del flanco
de subida ~-52-, detectado por el medidor -2-, el comparador
-9~ proporciona una sefial por el conductor -91- de manera
que los transistores -Tl- se cierran. Los transistores
-T2~ se conectan en dicho mémento. Puesto que la tensibn
Ul de la fuente de tensidn -1~ es separada del circuito o
blogueada por los transistores cerrados ~Tl- la corriente
libre -54- pasa por el diodo =-Dl=-, medidor =-2=-, dispositi-
vo de almacenamiento -3- y transistores -T2-. La corrien-
te libre -54~ sobrepasa el valor -53- debido ("SOLL") del
impulso -51-, lo cual es comunicado por el medidor -2- y
filtro -10- al comparador -9-. Esto produce la sefial hacia
el conductor -91-, el cual lleva nuevamente los transisto-
res -Tl- a estado de conduccidn y conecta la tensién Ul

de la fuente de tensidén -1~, En este caso la corriente de
carga -55- pasa al medidor -2-, dispositivo de almacena-
miento de energfia -3- y transistores -T2-. El ciclo de
paso de corriente libre -54-~ y de la corriente de carga
-55- se repite mientras el transistor -T2- se encuentre

en estado conductor. En este punto se debe observar que
los transistores -Tl- de la figura 1 en la duracidn de un

impulso de forma -51~ segfin la figura 2 son controlados
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algunos centenares o millares de veces en estado conductor

o cerrado. Estos transistores desempefian la funcifn de que el
impulso -53- solicitado por el potencifmetro -8- es realmen-
te generado en el circuito principal. Los transistotes -T2~
contribuyen a la produccidn de los impulsos de trabajo en

el intersticio de trabajo -5-. Estos impulsos de trabajo,
los cuales atraviesan el intersticio -5-, tienen natural-
mente igual forma que los impulsos -51- del circuito
principal. El dispositivo de almacenamiento -3-, que en

el ejemplo que se adjunta queda.constituido en forma de

un dispositivo magn&tico con una determinada inductividad,
queda cargado por el impulso de corriente ~51- con una
energfa magnética 1/2 LIZ. Cuando los transistores -T2-
gquedan cerrados se produce el flanco de descenso -56-

del impulso de corriente -51- de la figura 2. En este
momento se incrementa la tensifén en el dispositivo de
almacenamiento -3- segfin la siguiente ecuacidn:

1/2 1I2 2

= 1/2 CU
En dicha ecuacidn L es la inductividad, C la capacidad
dispersa del circuito, I la corriente el&ctrica que circu-
la por el circulto principal y U la alta tensidn disponi-
ble. A causa'de esta elevada tensidn, la cual es esencial-
menté mis elevada que los treinta voltios de la tensibn
constante Ul de la fuente de tensién -1-, se inicia un
impulso de trabajo, es decir, una chispa en el intersticio
de trabajo -5~ entre el par de electrodos -6-, =7=-, La

corriente circula desde el dispositivo magn&tico de alma-

cenamlento ~3-, por los conductores -4- de poca induccidn,
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intersti¢io. de trabajo =5~, fuente de tensién -1-,
transitores ~Tl-, que son nuevamente llevados a estado
conductor y medidor ~2-, lLos transistores ~Tl- son por lo
tanto conectados a estado conductor, de manera gue despues
del flanco descendente =56~ del impulso de corriente, el
valor real (IST) es llevado por debajo del valor debidd
(SOLL) =~53-. El comparador -9~ da en este caso una sefial
al conductor -91-, la cual pone nuevamente a los transis-
tores -Tl- en estado conductor. Puesto que en los conduc-
tores del circuito principal de valor .ohmico reducido y
pérdidas bajas =1=-, ~Tl~, #2=, =3=, =T2~, &Dl=-, pésa una
fuerte corriente con ungamplitud aproximada de 200 ampe-
rios, el dispositivo de almacenamiento -3~ puede almacenar
una energia muy elevada. Seglin la ecuacidn anterior, la
tensibn que aparece en el dispositivo mencionado de alma-
cenamiento es esencialmente mis elevada que los treinta
voltios de tensidn constante de la fuente de tensibn -1-.
El conmutador de control -11- cierra en este caso los
transistores -T2-. Tan pronto los transistores -Tl-son
conectados a través del comparador -9- y conductor -91-

al estado conductor, tiene lugar el periodo de subida -52-
del sigqguiente impulso de corriente -51- en el circuito
principal. A continuacifn se inicia igual proceso para la
generacidn del impulso de corriente =-51- tal como se ha
descrito. Cuando los transistores-T2- quedan conectados
en estado bloqueado por accifn del conmutador de control
-1l1-, se genera en el dispositivo -3- de almacenamiento

nuevamente una muy elevada tensifn, la cual provoca el
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salto de chispa en el intersticio -5-. Se debe considerar
en relacidn con ello, que los transistores -Tl-, que son
controlados mediante el comparador -9~ son responsables de
la forma real (IST) de los impulsos del circuito principal.
Los transistores -T2-~, que son controlados mediante el
conmutador de control -1l1-~, permiten en su estado conduc-
tor el paso del impulso real (IST) en el circuito principal
y en el otro estado de conexifn, permiten el paso de los
impulsos de trabajo por el intersticio de trabajo -5-.
Los transistores “Tl- y -T2- pueden ser accionados
independientemente entre sf o con una sincronizacidn
temporal conjunta. A este respecto se observard que
durante los diferentes ciclos de conexidn de los transis-
tores-Tl« ¥ -T2-, la energia del dispositivo -3f queda
frecuentemente no utilizada de modo completo por el im~
pulso de trabajo en el intersticio -5-. Esta energla
residual no queda perdida, sino que es utilizada para el
nuevo almacenamlento de energfa en el dispositivo =3-,
que se inicia cuando los transistores -T2~ son controla=-
dos a estado conductor. De esta manera se ahorra energia
de la fuente de tensidn constante -1-.

Cuando en esta situacién se desean otras formas
de impulsos, se cambia el potencidmetro -8- de la figura 1
por un generador de funcibnes, tal como se muestra por
ejemplo en la figura 3 que todavia no se ha descrito, Los
transistores ~Tl- controlan el impulso de corriente -51-
seglin la figura 2, que circula por el circuito principal

de manera que su valor real (IST) sigue a la onda del
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valor deseado (SOLL). Esto tiene lugar de manera que los
transistores -T1- durante el impulso ~51- son controlados
muy a menude a estado conductor o bien a estado bloqueado
o cerrado. Esto se ha descrito ya en relacibn con la
figura 1. Con la disposicidn de conexiones de la figura 1
se pueden cortar impulsos determinados previamente, tal
como por ejemplo sinusoidales, los cuales se han generado
previamente en el generador -8-, de manera que en base a
partes de las ondas sinusoldales se pueden generar impul-
sos en forma de diente de sierra. Este ejemplo puede ser
ampliado del modo deseado. -

En la figura 1 se prevé adicionalmente un circui-
to utilizable para la limitacién de la tensifn en el
dispositivo de almacenamiento electromagnético ~3-. Tal
como se ha explicado, la tensidn en el dispositivo de
almacenamiento electromagnético =-3- se eleva despues del
clerre de los transistores de potencia ~T2- de acuerdo

2 . 172 CU2. Cuando dicha tensibn es

con la £65rmula 1/2 LI
mis elevada en el dispositivo de almacenamiento -3- que

la tensién U2 suministrada por la fuente de tensibn -4-,
tiene lugar la derivacibn de las tensiones mis altas hacia
el condensador -12-. El exacto funcionamiento de dicha
limitacidn de tensifn se describiri a continuacién. La
fuente de alta tensidn -14-, de valor chmico elevado, con
limitacidn de corriente, debe ser graduada en este ejemplo
de realizacién a 200 voltios. Mediante el diodo D3 se

carga el condensador -12- a la tensidn de 200 voltios. El

comparador -13- recibe en su entrada la tensidn deseada
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(SOLL) de la fuente de tensién -14~ de elevado valor
dhmico.#El comparador -13- recibe el valor debido o
deseado (SOLL) de la fuente de tensidn -14- de elevado
valor ..Ghmico con intermedio de las resistencias -15-,
tw=16= y el valor real (IST) de la tensibn, en el condensa-
dor =12~ con intermedio de las resistencias ~17- y =-18-,
Cuando ambas tenslones se corresponden, por ejemplo se
elevan a 200 v, el comparador =-13- no proporciona sefial de
salida alguna hacla el transistor -T3-. Se aceptari que

la tensidn en el dispositivo de almacenamiento de ener-
gla -3- pueda ser mis elevada de 200 v. En este caso
circula corriente eléctrica por el diodo D2 hacia el
condensador -12- y eleva su tensifn por encima de 200 v.
Esto comporta una variacidn de la sefial de valor real
(IST) de las resistencias -17- y ~18-. El valor deseado
(SOLL) de la fuente de tensién -14- por medio de las
resistenclas =15- y —16-lpermanece constante. En este caso
el comparador -13- proporciona una seflal de salida a la
base del transistor -T3- que es conectado o llevado al
estado conductor. La sobretensidn del condensador -12-

se descarga a través de la bobina de induccibn -19-, cuya
energfa se descarga al diodo libre D4. Esta energia so=-
brante llega al conductor -20- de la fuente de tensidn de
trabajo -1-. Aquf se utiliza como energfa Gtil para la
chispa en el intersticlo de trabajo =-5-. De esta manera se
evita un despilfarro de energia.

La figura 3 muestra un circuito de conexiones

cuyo circulto principal de corriente queda realizado
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mediante diferentes ramales paralelos. Dichos ramales
pueden existir en un nfimero N. Para dichos raméles se
prevé un aparato de control -1l- y una fuente de tensidn
con la tensién constante Ul de unos 30 V y una corriente
eléctrica de 200 A. Para dichos ramales se puede utilizar
un generador -8-. En el ejemplo de realizacién de la
figura 2 cada uno de los ramales presenta un generador
~81-, -82-, 8N. El primer ramal estd realizado a base de
uno ¢ varios transistores de baja tensidn -Tll=-, Un medi-
dor -21-, un dispositivo electromagnético de almacenamien-
to ~31~, diodos D1, D51, uno o varios transistores de
potencia ~T12-. El paquete de los transistores de potencia
-T12- queda controlado al dispositivo de control -~11~ a
efectos de dicha funcibn de control. El paquete de tran-
sistores de baja tensidn -Tll- estd conectado mediante el
conductor -911- a la salida del comparador -9-~. Tal como
se ha indicado anteriormente en relacibn con la figura 1,
el comparador ~9- estd unido con el generador -8~ y con el
filtro o bien con el detector -10-. En la figura 3 se
prevé cada uno de los ramales de los circuitos principales
con un comparador propio-9 ... N3 filtro propio -10l-,
~102-, =10N#+ incluyendo medidores -21-, -22- -2N- y
generadores proplos =8l-, =82-, -8N-. El sequndo ramal

del circuito principal de corriente esté realizado a base
de uno o varios transistores -T2l-, un medidor -22-, un
disPosiﬁivo de almacenamiento electromagnético -32- y
diodos de =D2-, -D52-. Los transistores de potencia ~T22~

estin unidos a efectos de control con el dispositivo de
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control -ll-, Los transistores de baja tensién -T21-
estin conectados mediante el conductor -912- correspon-
diente al comparador -9~. Este segundo ramal estd conec-
tado paralelamente al primero. En el punto indicado a se
puede separar dicho segundo ramal del primer ramal mencip

nado, cuando por ejemplo se utiliza un electrodo mGlti-
ple -6- en funciones de herramienta. Una parte de los
electrodos -6~ es alimentada en este caso a partir del
primer ramal a través de los conductores ~4-, tal como se
muestra en la figura 2. La otra parte de los electrodos
herramienta =-6- es alimentada con intermedio del conduc-
tor =4~ indicado en lineas de puntos.

5] En la figura 3 se muestra el tercer ramal como
sfimbolo para un determinado niimero N de ramales. Dicho
tercer ramal comprende iguales elementos contructivos
que los otros tres ramales, tal como por ejemplo los
transistores de baja tensién ~TN1l-, el ﬁedidor 2N, el
dispositivo de almacenamiento electromagnético 3N, los
diodos Dn y D5N. Este ramal en€simo queda dispuesto nor-
malmente de forma paralela a los otros ramales en el
conductor -4-. Sin embargo puede tambi&n quedar separado
en el punto a de los otros ramales, lo que ocurre en
caso de electrodos miltiples.-6-. En este caso el ramal
enésimo alimenta mediante el conductor indicado de puntos
una parte de los electrodos miiltiples =-6-. En la figura 3
se muestran todos los transistores de baja tensién ~Tll-
hasta -TNl=- unidos mediante conductores ~911-, -912~-

y -91N~ con la salida de los comparadores =9...N-.
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De manera similar los medidores ~21-, -22-, -2N-

 estén unidos con los filtros o bien con los detectores

~101- hasta -10N-. El generador =-8- suministra los im-
pulsos de forma deseada a las otras entradas de los
comparadores individuales =-9-. En la parte superior

de la figura 3 se muestra el circuito para la limitacidn
de tensibn de los dispositivos de almacenamiento electro-
magné&tico individuales -31-~, -32~, <-3N-. La fuente de
tensidn graduable y elevado valor Shmico -14- tiene una
tensién U2 por ejemplo de 70-350 V y una corriente -
aproximadamente de 0,2A. Tal como se ha indicado en
relacidn con la figura 1, en esta fuente de tensibn de
valor Shmico elevado, graduable, se precisa la tensidn U2
necesaria para.el almacenamiento electromgnético. A través
de las resistencias de valor Shmico =15- y =16- el
valor de tensidn previamente determinado -U2- llega a
la fuente de.alta tensién -14- con intermedio del com~

parador =~13=,
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El condensador -12- quedar8 cargado a través del
diodo -D3- al valor de tensibn deseado -U2-. Durante el
proceso de mecanizacidn por electroerosifn en el intersti
cio ~5-, cada uno de los dispositivos de almacenamiento
electromagnéticos -31-, -32-, -33N~-, recibe una tensién
que corresponde a la fdrmula anteriormente mencionada

1/2 1I% = 1/2 cu?

. Mientras dicha tensifén U en cada uno de
los dispositivos de almacenamiento electromagn&ticos tiene
un valor inferior a la tensidn U2 del condensador cargado
~l2=, no pasa corriente alguna por los diodos =D21-, -D22-,
-D2N~. El condensador -12- permanece cargado al valor de
tensldn ~U2-. Dicha tensidn act@ia también a través del
elevador de tens;én, que comprende las resistencias -17-

y -18~ como valor real (IST) en la otra entrada del compa-
rador ~13-. El comparador ~13- proporciona en este caso

una sefial de salida a la base del transistor de alta
tensién T3, el cual estd cerrado o bloqueado. De esta
manera no puede circular corriente alguna por dicho transis-
tor y por la inductancia ~19- hacia la fuente de tensién -1-
que tiene la tensibén de trabajo-Ul-. Sin embargo cuando

en uno de los dispositivos de almacenamiento electromagné-
ticos -31-, -32-, -3N-, la tensibn U es mayor que la

tensidn U2 del condensador -12-, pasa corriente el8ctrica
del correspondiente ramal a los diodos -D21=-, =-D22~, -D2N~-
y carga el condensador -12- a dicho valor de tensidn mis
elevado. En este momento llega a la otra entrada del compa-

rador -13- el nuevo valor real (IST) a través del elevador

de tensidén compuesto por las resistencias -17- y -18-,
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Puesto que el valor deseado (SOLL) procedente del circuito
elevador de tensidn no corresponde ya con las resistencias
-15- y ~16- en comparacidn con el valor real (IST) que se
ha hecho mayor, el comparador -13- proporciona una sefial
de salida a la base del transistor T3, el cual es llevado
al estado conductor. En este caso la carga mis elevada del
condensador -12- pasa a través de la inductancia ~19- a

la baterfia -1-, con lo que la inductancia =19~ se descar-
ga al diodo libre -D4-, de manera que no se puede perder
energia alguna.

El ejemplo de realizacién de la figura 3 muestra
que medlante el generador -8-, que puede ser un dispositi-~
vo de almacenamiento especial (PROM) programable, y
mediante el aparato de control ~ll-, se pueden generar
impulsos de formas tales que sus flancos de ascenso y
descenso tengan forma de escalera, es decir, una forma en
que se distinguen varias fases distintas. En cada uno de
los ramalesAmencionados del circuito principal se genera
una fase o salto del flanco de ascenso o bien del flanco
de~descenso-o disminucién. Las diferentes fases o saltos
se suman entre si, de manera que proporcionan un impulso
de trabajo de forma escalonada. ELl control de los ramales
individuales mediante los transistores de baja potencia
-Tll-hasta ~TNl- y mediante’ los transistores de elevada
tensidn o bilen los transistores de potencia ~T12- hasta
-TN2-, gueda sincronizado en el tiempo de manera tal que
proporcionen impulsos de trabajo en forma escalonada o de

fases sucesivas. Esto tiene lugar de modo correspondiente
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mediante el aparato de control -11-.

La figura 4 muestra la construccidn del filtro
~-10- de las figuras 1 y 3. La resistencia -2- recoge la
calda de tensidn que se presenta por el paso del impulso
=51~ en el circuito principal. Con intermedio de las
resistencias Rl y R2 asi como el condensador Cl dicho
valor de la cafda de tensidn alcanza una de las entradas
del comparador -9-. La otra entrada del comparador -9-
recibe el valor deseado (SOLL) del generador =8,

La figura 5 muestra el transformador ~2- que
se puede utilizar en lugar de la resistencia en derivacibn
de la figura 2 en el circuito principal. Los otros compo-
nentes Rl, R2, C} y comparador —-9- son lguales que en el
ejemplo de realizacidn de la figura 5.

Todo cuanto no afecte, altere, cambie o modifi~
que la esencia del generador descrito serid variable a los

efectos de la actual Patente.



10.

15.

20.

25,

- 20 -

NOTA,

Se reivindica como objeto de esta Patente de
Invencidn:

l.~ Un generador de impulsos para mecanizacién
de metales por electroerosidn, del tipo que comprende un
circuiﬁo eléctrico principal para la generacifn y trans-
ferencia de impulsos de forma determinada a un par de
electrodos, caracterizado por comprender conjunta y com-
binadamente:

- una fuente de corriente y/o tensidn en un cir-
culto principal de pérdidas y valor . 8hmico reducidos,
cuya tensifn tiene un valor tal, que se eleva por encima
de la tensitn de iniclo del impulso que pasa por el inters-
ticlo de accién de la chispa en una proporcién tal que se
garantiza finicamente la superacién de modo seguro de las
pérdidas de tensidn que se producen en el mencionado
circuito principal.

- un dispositivo generador de sefiales, que emite
una sefial que corresponde a la forma deseada del impulso
de corriente.

- un comparador que controla a un interruptor
dispuesto en el circuito principal, para regular el flujo
de corriente en dicho circuito principal con relacién a la
forma del impulso deseada, generada por el generador de
sefiales y el valor de la corriente que pasa por el circui-~
to principal y que es detectada por un medidor;

- un dispositivo magnético para el almacenamien-

to de energfa, dispuesto en el circuito elé&ctrico principal,



10.

15.

20.

25.

- 21 -

con un interruptor dispuesto en paralelo al intersticio
de trabajo, para generar una tensifn, cuyo valor es mis
elevado que la tensidn de la fuente de corriente y/o
tensidn, de manera que el circuito principal gqueda dispues
to de tal manera que sdlo existe una capacidad dispersa.

2.~ Un generador de impulsos para mecanizacién
de metales por electroerosidn,segfin la reivindicacién 1,
caracterizade porque el interruptor semiconductor contro-
lable mediante el comparador, conecta la fuente de tensidn
y/o corrlente en el circuito principal o bien la desconec-
ta, cuyo circulto principal posee el dispositivo medidor,
el dispositivo de almacenamiento de energfa, el interrup-
tor semiconductor paralelo al intersticio de trabajo y un
diodo.

3.~ Un generador de impulsos para mecanizacidn
de metales por electroerosifn, segfin la reivindicacién 2,
caracterizado porque el interruptor semiconductor posee
dos posiclones de conexibn, la primera de las cuales
aumenta el flujo de corriente que acude hacia el circuito
principal y el segundo estado de conexidn disminuye el
flujo de corriente del impulso de corriente eléctrica,

4,~ Un generador de impulsos para mecanizacidn
de metales, por electroerosidn, segfin la reivindicacidn 1,
caracterizado porque el interruptor semiconductor dispues-
to en paralelo al intersticio de trabajo, el cual puede
ser controlado medlante un circuito de control, toma un
primer estado de conexifn para generar un impulso de

corriente en el circuito principal y un segundo estado de
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conexidn para generar un impulso de trabajo en el inters-
ticio de trabajo.

5,= Un generador de impulsos para mecanizacién
de metales, por electroerosién, segln la reivindicacidn 1,
caracterizado por la disposicidn de medios que impiden las
tensiones demasiado elevadas en el dispositivo de almace~
namiento de energla.

6.~ Un generador de impulsos para mecanizacién
de metales, por electroerosibén, seglin la reivindicacién 5,
caracterizado porque los medios mencionados comprenden un
comparador, el cual por la coﬁparacién del valor deseado
(SOLL) predeterminado por la fuente de tensifn, con el
valor de tensidn real (IST) en el dispositivo de almacena-
miento de energia, controla un interruptor semiconductor,
el cual para una tensifn demasiado elevada en el disposi-
tivo de almacenamiento de energia, provoca la descarga
de la tensién sobrante.

7.~ Un generador de impulsos para mecanizacién
de metales por electroerosidn, segin la reivindicacibn 1,
caracterizado porque los cables de conexién entre el
circuito principal y el intersticio de trabajo, son de
valor -éhmico reducido y de pequefia induccién.

8.~ Un generador de impulsos para mecanizacidn
de metales por electroerosidn, seglin cualquiera de las
reivindicaclones anteriores, caracterizado porgque una
serie de circuitos principales quedan conectados parale-
lamente entre sf y con el instersticio de trabajo, de ma-

nera que cada uno de los circuitos principales contiene su
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propio interruptor y entre el dispositivo de almancena-
miento de energfa y el punto conjunto de conexién con el
cable, comprende un diodo propio.

9.- Un generador de impulsos para mecanizacidn
de metales por electroerosidn, seglin la reivindicacién 8,
caracterizado porque cada uno de los circuitos principales
estd conectado con intermedio de un diodo con la zona
limitadora de corriente del circuito.

10.- Un generador de impulsos para mecanizacién
de metales por electroerosibn, seglin la reivindicacién 1,
caracterizado por la disposicidn de una serie de circuitos
eléctricos principales, con lo que cada uno de ellos esté
conectado con su propio electrodo en funciones de pieza y
todos los circultos de corriente mencionados, estin conec-
tados en paralelo con respecto al electrodo en funciones
de pleza.

11.,- Un generadbr de impulsos para mecanizacibn
de metales por electroerosién, segfin la reivindicacidn 10,
caracterizado porque cada uno de los circuitos principales
estfi conectado mediante un diodo con la zona del circuito
destinada a la limitacién de la tensidm.

12.~ Un generador de impulsos para mecanizacién
de metales por electroerosifn,segln cualquiera de las
reivindicaciones anteriores, caracterizado porque cada uno
de los circuitos principales es controlable mediante su
propio generador y su propio comparador.

13.- Un generador de impulsos para mecanizacidn

de metales por electroerosidn, seglin la reivindicaciones 1
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y 8 6 10, caracterizado porque los circuitos principales
previstos son controlables mediante un generador y un
comparador.

14.- Un generador de impulsos para mecanizacién
de metales por electroerosifn, segfin cualquiera de las
reivindicaciones'anteriores, caracterizado porque la parte
del circuito destinada a evitar elevaciones de tensién no
deseadas en los dispositivos de almacenamiento de energfa,
comprende un comparador y un condensador que se pueden
cargar mediante una tensifn de referencia, con lo que la
elevada tensidn que aparece en el dispositivo de almace-
namiento de energia fluye hacia el condensador, el cual es
cargado al valor deseado (SOLL).

15.~ Un generador de impulsos para mecanizacidn
de metales por electroerosidn, seglin la reivindicacidn 1,
caracterizado porgque el generador para el accionamiento de
uno de los interruptores semiconductores y el circuito de
control para el acclonamiento del otro interruptor semicon-
ductor, se encuentran conectados con intermedio de un
interruptor de sincronizacién para la sincronizacién en
tiempo de los estados de conexifn en ambos interruptores
semiconductores.

16.—- Un generador de impulsos para mecanizacidn
de metales por electroerosidn, seglin la reivindicacién 15,
caracterizado porque el generador y el circuito de- control
constituyen una parte de un sistema de control num&rico,
el cual controla de forma autom&tica todo el proceso de

erosidn.
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17.- Un generador de impulsos para mecanizacién
de metales por electroerosibn, segfin la reivindicacidn 15,
caracterizado porque el generador y el circuito de control
forman una parte de un dispositivo de c8lculo que optimiza
la realizacibn del proceso de erosidén metilica.

18.= Un generador de impulsos para mecanizacién
de metales por electroerosidn, segfin la reivindicacidn 1,
caracterizado por la disposicibn en paralelo con el inters-
ticio de trabajo de una fuente de tensidn continfia con un
diodo, para limpieza eléctrica del instersticio de trabajo.

Sean cuales fueren las circunstancias que con-
curran en la esencialidad de la Patente de Invencién
definida en las anteriores reivindicaciones, cuyo objeto
es:

19.- "UN GENERADOR DE IMPULSOS PARA MECANIZACION
DE METALES POR ELECTROEROSION".

Consta la presehte memoxria de veinticinco hojas
foliadas, mecanografliadas por una sola cara y de los
dibujos unidos a la misma.

Barcelona,« 9 (N, 1978

P.A. de ELMAPA N.V.,

ALFONSO DURAN
pl pl

£ )

Fdoa Luls A. Durén Moya

JR/mJ
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